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В настоящее время в области физики полупроводников в связи с интенсивным развитием микро- и оптоэлектроники появилась потребность в новых материалах, обладающих свойствами, соответствующим требованиям полупроводниковых приборов и современной оптоэлектроники. 
В настоящей работе приводятся результаты исследований спектральной зависимости фоточувствительности  p-Si(n-(Si2)1-x(ZnSe)x, p-Si(n-(Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и 
p-Si(n-(Si2)1-x(CdS)x  структур. 

Структуры были изготовлены выращиванием твердых растворов (Si2)1-x(ZnSe)x, (Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и (Si2)1-x(CdS)x на р-Si подложках методом жидкофазной эпитаксии из ограниченного объема оловянного раствора-расплава по технологии описанной в работах [1, 2]. 
Спектральная чувствительность исследованных структур оценивалась по отношению тока короткого замыкания при различных длинах волн (Jф) к их максимальному значению (Jф,max) в виде: Jф/Jф,max. Значения I(λ) были нормированы на число фотонов. На рис. 1 (а) представлены спектральные зависимости чувствительности p-Si–n-(Si2)1-x(ZnSe)x, p-Si–n-(Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и p-Si–n-(Si2)1-x(CdS)x структур. Зависимость Jф/Jф,max = f(Еhv) для p-Si–n-(Si2)1-x(ZnSe)x структуры (рис. 1 (а), кр.1) начинает резко возрастать с возрастанием значения Еhv в интервале 1.18–1.58 эВ и достигает своего максимального значения при Еhv =1.97 эВ, после чего она снова уменьшается. Наблюдается изгиб в интервале энергии фотонов 1.58–1.63 эВ и 2.14–2.28 эВ, а также полка в интервал энергий 1.74–1.84 эВ, а также максимумы при 1.97 и 2.1 эВ, которые, вероятно, обусловлены варизонностью твердых растворов (Si2)1-x(ZnSe)x по глубине слоя.
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	Рисунок 1. Спектры фоточувствительности p-Si–n-(Si2)1-x(ZnSe)x – (1) p-Si–n-(Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y - (2) и p-Si–n-(Si2)1-x(CdS)x – (3) структур (а). Тетраэдрические связи твердого раствора (Si2)1-x(ZnSe)x.


Спектральная фоточувствительность p-Si–n-(Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y структуры охватывает диапазон энергий от 0.98 до 2.9 эВ (рис. 1 (а) кр. 2). Зависимость Jф/Jф,max = f(Еhv) для p-Si–n-(Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y  структуры достигает своего максимального значения при Еhv =1.42 эВ, а также наблюдается полка в интервал энергий 1.46–2.14 эВ. Кроме того, в спектральной зависимости присутствуют пик чувствительности, расположенные в коротковолновой области спектра в интервал энергий 2.53 и 2.9 эВ.  

Как видно из рис. 1 (а) (кр. 3) длинноволновый край чувствительности p-Si–n-(Si2)1-x(CdS)x гетероструктуры начинается с энергией фотонов Eph = 1.14 эВ и наблюдается максимумы при энергиях фотонов 1.58 и 1.73 эВ, полка при энергиях фотонов 1.79–1.88 эВ. Подъем фоточувствительности при энергиях фотонов Eph ( 2 эВ, по-видимому, обусловлен ковалентными связями Zn-Se и Cd-S, находящихся в узлах тетраэдрической решетки твердых растворов в окружении атомов кремния (см. рис. 1(б)). Как известно, энергия обрыва ковалентной связи Zn-Se и Cd-S в полупроводниковом материале ZnSe и CdS, совпадающая с величиной ширины запрещенной зоны селенида цинка и сернистого кадмия, составляет при комнатной температуре 2.7 и 2.42 эВ, соответственно. Однако, когда молекулы ZnSe и CdS замещает два атома Si в узлах тетраэдрической решетке кремния, ковалентная связь Zn-Se и Cd-S ослабевает под влиянием окружающих ее атомов Si. Молекулы ZnSe и CdS в твердых растворов (Si2)1-x(ZnSe)x, (Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и (Si2)1-x(CdS)x имеют энергетический уровень, расположенный на (Ei = Еph – Eg,SiZnSe и (Ei = Еph – Eg,SiCdS ниже потолка валентной зоны твердого раствора. Следует отметить, что молекулы ZnSe и CdS образуют энергетические уровни, расположенные внутри валентной зоне твердых растворов (Si2)1-x(ZnSe)x, (Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и (Si2)1-x(CdS)x [3,4]. 
Таким образом, показана возможность расширения спектрального диапазона чувствительности кремниевых структур на основе его твердых растворов (Si2)1-x(ZnSe)x, (Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и (Si2)1-x(CdS)x. Структуры p-Si–n-(Si2)1-x(ZnSe)x, p-Si–n-(Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и p-Si–n-(Si2)1-x(CdS)x могут быт использованы для расширения области спектральной чувствительности кремниевых  солнечных элементов. 
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